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· 일시 및 장소: 2006년 7월 13일(목) 반도체물성연구소104호

· 발표내용(아래):

1. 나노 CMOS 회로의 전력소모 특성 정량적 분석 

나노 CMOS 회로의 전력소모에 대해서는 ITRS '05.12에 공표된 18 nm까지의 표준 CMOS소자에 대한 Digital/Analog, 동작/대기전력 소모량을 단위 Inverter회로(증폭기)를 기준으로 하여 각각의 전력소모 원인별로 분석한 결과를 논의합니다.
2. 나노 CMOS를 이용한 CIS의 특성 정량적 예측

나노 CMOS를 이용한 CIS (CMOS 이미지 센서) 소자의 특성에 대한 현안 문제와,ITRS 250nm-65nm CMOS를 기반으로 제작된 CIS의 감도 및 포화조도의 특성변화 등에 대한 한계 예측과 몇 가지 개선방안을 제시합니다.

3. EEPROM의 Endurance 특성을 통한 Trap Generation 특성 정량적 분석

EEPROM에 대해서는 낸드플래시 소자에 대한 기술개요와 그 단위소자인 EEPROM에 대하여 FN tunneling에 기반하여 Programming/Erasing의 동작을 모델링을 하고, 이것을 한 전형적인 Endurance Curve에 대하여 적용한 결과, Best Fitting으로부터 Tunneling층 내에서 일어나는 Trap의 생성 특성을 정량적으로 분석한 결과를 논의합니다.
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